
ヘリオトロンJにおける電子内部輸送障壁の�
形成機構に与える磁場配位の影響 

ü  有理面・磁気島の存在が電子内部輸送障壁(eITB)の	
形成に影響を与えることがLHDやTJ-IIにおいて	
報告されている	

ü  磁気島内部において粒子輸送や熱輸送が抑制される	
ことが様々なトカマク・ヘリカル装置で	
報告されており、実験的に研究が進められている	

ü  ヘリカルプラズマにおける回転変換分布とeITBの関係
は、初期的な結果が得られているが未解明な点が多い	

ü  ヘリオトロンJにおいてeITBフット領域に平坦な電子温
度分布が観測されている　	

背景 

目的 
ヘリオトロンJにおけるeITBの形成機構及び	
その構造に与える有理面（磁気島）の影響を	
分布計測、磁気面計算の結果を踏まえて調査する	
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	結果	
ü  ヘリオトロンJにおけるECH中心加熱プラズマにおいて、	
有理面の有無にかかわらずeITBの形成が観測された	

ü  n/m=4/7の有理面が形成されると	
その位置にeITBフットの位置が遷移的に移動する	

ü  有理面の移動に伴いeITBフットの位置も移動する	
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電子サイクロトロン加熱条件	

n 加熱位置：磁気軸	
n 入射パワー:	270	kW	
n 吸収率(Xモード、１回通過):	~90%	

ü  トロイダル電流値が閾値を超えると有理面が形成され、	
eITBフットの位置が遷移的に有理面の位置に移動	

ü  電流の増加に伴い、n/m=4/7の有理面の位置が外側に移動し	
eITBフットの位置が電流の増加に伴い広がる	

有理面形成前後のeITBフット位置	

トロイダル電流の上昇に伴う	
中心電子温度の遷移とeITBフット位置の移動	

有理面形成前	 有理面形成後	


